
DX3112EH
深圳市德信创微电子有限公司
Shenzhen Dersem Microelectronics Co.,Ltd.

1mail: dxc-market@dxc-semic.com Tel: 0755-26925095

典型应用

3段调光、3段调色

3段开关调光电路图（高PF） 3段开关调光电路图（无频闪）

3段开关调色电路图（高PF） 3段开关调色电路图（无频闪）

概述

DX3112EH是一款开关调光/调色的线性LED恒流驱动芯

片，集成了高压 MOS 管和 JFET 高压供电功能。主要用于驱动

由市电供电的高电压、低电流 LED灯串。由于不需要电解电容

和磁性元件，LED 驱动器可以实现小体积、⻓寿命，并符合 EMI

规定。

DX3112EH通过打开和关闭电源开关，根据 EN 引脚配

置，依次切换芯片内部两路恒流输出的通断状态，通过不同

的外围 CS 电阻接法，达到调光或调色的效果。

特点

◆ 外围电路非常简单，驱动器体积非常小
◆ 无需电解电容和磁性元件
◆ 700V 内置高压 MOS管
◆ 超快 LED 启动

◆ ±5% LED 输出电流精度
◆ LED电流可外部设定
◆ 过温调节功能
◆ 3 秒内可实现开关切换
◆ 调光比例为100%，50%，X% 或X%，50%，100%
◆ 采用 ESOP8封装

应用

◆ GU10/E27 LED球泡灯、射灯
◆ LED 蜡烛灯
◆ 其它 LED照明
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定购信息

管脚封装

管脚描述

订购型号 封装形式
包装方式

卷盘尺寸
管装 编带

DX3112EH ESOP8 64000只/箱 4000只/盘 13寸

管脚号 管脚名称 描述

1 VCC 电源端口

2 、7 NC 悬空

3 REXT1 芯片电流采样端口 1

4 REXT2 芯片电流采样端口 2

5 OUT2 恒流输出端口 2

6 OUT1 恒流输出端口 1

8 VIN 供电端口

衬底 GND 芯片地
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极限参数(注 1)

符号 参数 参数范围

CS1,CS2 电流采样输入电压 -0.3V to 7V

HV端电压 Vmax1 -0.3~700V

D1、D2端电压 Vmax2 -0.3~650V

TJ 工作结温范围 -40℃ to 150℃

Tc 工作温度 -40℃ to 100℃

TSTG 储存温度范围 -55℃ to 150℃

PDMAX（注2） 芯片最大功耗 <1.25W

注 1：最大极限值是指超出该工作范围，芯片有可能损坏。推荐工作范围是指在该范围内，器件功能正常，但并不完全保证

满足个别性能指标。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电参数规范。对于

未给定上下限值的参数，该规范不予保证其精度，但其典型值合理反映了器件性能。

注 2：温度升高最大功耗一定会减小，这也是由 TJMAX, θJA,和环境温度 TA 所决定的。最大允许功耗为

PDMAX = (TJMAX - TA)/ θJA 或是极限范围给出的数字中比较低的那个值。

注 3：人体模型，100pF 电容通过 1.5KΩ电阻放电。

电气参数(注 4, 5) （无特别说明情况下，TA =25 ℃）

符号 说明 条件 最小值 典型值 最大值 单位

Vin 工作电压 20 - - V

Iin 静态工作电流 140 uA

VD1 驱动端峰值电压 650 - - V

VD2 驱动端峰值电压 650 - - V

IS1 工作电流 0 - 45 mA

IS2 工作电流 0 - 45 mA

Vref1 恒流电压基准 25℃ - 0.6 - V

TSC 负温度调节点 - 145 - ℃

RTHJA 封装热阻 60 ℃/W

注 4：典型参数值为 25˚C 下测得的参数标准。

注 5：规格书的最小、最大规范范围由测试保证，典型值由设计、测试或统计分析保证。
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内部结构框图

图 6 DX3112EH内部框图

应用信息

DX3112EH是一款开关调节亮度/色温的 LED恒流驱动芯片，集成了高压 MOS管和 JFET高压供电功能。主要用

于驱动由市电供电的高电压、低电流 LED 灯串。

1 供 电

在系统上电后，VIN 通过内部的高压 JFET 给芯片供电，当 VCC 的电压超过 20V之后芯片开始工作。

2 模式选择

DX3112EH可以通过EN脚设置开关调色/调光模式， 模式设置如下表：

调色状态切换顺序

第二引脚悬空 D2→D1+D2→D1→D2

D2:D2 开启，以 0.6V 基准恒流；

D1+D2：D1，D2 开启，以 0.3V 基准恒流；

D1：D1 开启，以 0.6V 基准恒流。

3 调色温

当DX3112EH在调节色温应用中，可根据开启关闭电源开关，依次改变两路输出端口开关状态，实现两路

不同颜色 LED 灯的交替亮灭以实现调节色温的目的，调节外接 CS 电阻可对系统输出功率进行调节。

芯片输出电流通过 CS电阻进行调节。

VIN D1 D2

供电

VCC 恒流

控制1
逻辑 逻辑
选择 控制

恒流

控制2
EN

GND CS1 cs2
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第二引脚悬空，开关第一次开启（D2开启，D1关断），输出电流ID2 2
6.0 

Rcs ，
开关第二 次开 启（ D1 开启，

D2 关断 ）输出电流ID1  cs1
0.6

R ，
开关第三次开启（D1，D2开启），输出电流ID1+ID2  cs1

0.3
R  2

0.3
Rcs

。

4 开关调光

当DX3112EH在调节亮度应用中，可根据开启关闭电源开关，依次改变输出电流的大小，从而改变LED 灯

的亮度，调节比例可以通过外接 CS 电阻进行调整。

第四引脚接地时，开关第一次开启（D2开启，D1 关断），输出电流ID2 2
6.0 

Rcs
，开关第二次开启（D1,D2开启），

输出电流ID2 
cs2

0.3
R

，开关第三次开启（D1开启，D2关断），输出电流ID1 
cs2cs1

0.6
RR 

，调光比例

为 100%，50%，X%， X% 
cs2cs1

cs2
RR

R


。

第三引脚接地时，开关第一次开启（D1开启， D2关断），输出电流ID2 2
6.0 

Rcs
，开关第二次开启（D1,D2开启），

输出电流ID2 
cs2

0.3
R

，开关第三次开启（D2开启，D1关断），输出电流ID1 
cs2cs1

0.6
RR 

，调光比例

为 X%，50%，100%， X% 
cs2cs1

cs2
RR

R


。

5 系统开关切换和复位时间

DX3112EH系统方案的开关切换时间和复位时间均由芯片 VCC端口控制，VCC电容取值大小与系统切换时间曲

线如下图 7；与系统复位时间曲线如下图8：

图 7 系统切换时间曲线图 图 8 系统复位时间曲线图

建议电容取值 2.2uF，耐压值 16V
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6 过温调节功能

DX3112EH具有过温调节功能，在驱动电源过热时逐渐减小输出电流，从而控制输出功率和温升，使电源温度保

持在设定值，以提高系统的可靠性。

7 PCB设计

在设计DX3112EH PCB板时，需要注意以下事项： 地线

电流采样电阻的功率地线尽可能短。地/Drain 的面积要尽可能大，以减小热阻，增强散热能力。

芯 片 散 热 片

DX3112EH芯片底部有增强散热能力的散热片，在芯片内部已经连接到 GND 引脚。在设计 PCB 时，将散

热片连接到 PCB 的地。为了达到良好的散热效果，需要将散热片连接的铜皮面积尽量大。

PCB layout注意事项

（1） IC衬底部分进行铺铜处理，进行散热，增加可靠性，铺铜如上图所示。

（2） IC衬底焊盘漏铜距离out端口需保证0.8mm以上的间距，建议衬底焊盘大小为1.8mm*2.5 mm。

铺铜散热
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封装焊接制程

德信创微电子所生产的半导体产品遵循欧洲RoHs标准，封装焊接制程锡炉温度符合J-STD-020标准。

封装厚度
体积

mm3 < 350

体积

mm3：350~2000
体积

mm3≥ 2000

<1.6mm 260+0℃ 260+0℃ 260+0℃

1.6mm~2.5mm 260+0℃ 250+0℃ 245+0℃

≥2.5mm 250+0℃ 245+0℃ 245+0℃
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使用权声明

深圳市德信创微电子对于产品、文件以及服务保有一切变更、修正、修改、改善和终止的权利。针对

上述的权利，客户在进行产品购买前，建议与德信创微电子业务代表联系以取得最新的产品信息。

德信创微电子的产品，除非经过德信创微合法授权，否则不应使用于医疗或军事行为上，若使用者因

此导致任何身体伤害或生命威胁甚至死亡，德信创微电子将不负任何损害赔偿责任。

此份文件上所有的文字内容、图片及商标为德信创微电子所属。未经德信创微合法授权，任何个人和

组织不得擅自使用、修改、重制、公开、改作、散布、发行、公开发表等损害本企业合法权益。对于相关

侵权行为，本企业将立即全面启动法律程序，追究法律责任。


